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摘要(译)

在特定实施例中，本发明提供LCOS设备。该器件具有半导体衬底，例如
硅衬底。该器件具有在半导体衬底内形成的晶体管。晶体管具有第一节
点，第二节点和行节点。第一电容器结构耦合到晶体管。第一电容器结
构包括耦合到晶体管的第二节点的第一多晶硅层。第一电容器结构还具
有覆盖第一多晶硅层的第一电容器绝缘层和覆盖绝缘层的第二多晶硅
层。第二多晶硅层耦合到参考电位，例如地。该器件具有耦合到晶体管
的第二电容器结构。第二电容器结构具有耦合到参考电位的第一金属
层，第二电容器绝缘层，以及耦合到晶体管的第二节点的第二金属层。
像素电极包括第一金属层。像素电极耦合到晶体管的第二节点。镜面位
于像素电极上。该器件具有由第二金属层的一部分形成的光屏蔽层。
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